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【背景・目的】 

La5Mo4O16は、磁性を持つ八面体 MoO6が ab面上

に正方格子を組み、その面間を Mo2O10の非磁性クラ

スターが繋いでいる 2次元構造をとる。190K以下

で面内はフェリ磁性秩序で、面間で反強磁性となる

磁気構造をとるが、0.5T以上の磁場下では面間強磁

性となることが知られている。 

単結晶 La5Mo4O16 は融解塩電解法[1]と Floating 

Zone(FZ)法[2]により作製されている。しかし、作製

方法によって異なる物性が出現することが知られて

いる。本研究では、FZ法により単結晶を作製し、融

解塩電解法で作製された単結晶との物性の違いを調

べた。 

【実験方法】 

原料 La2MoO6とMoO3を LaとMoについて化学

量論比で混合し、棒状に成形し還元剤 Mo と共に石

英管に真空封入し、1250℃で焼結することで多結晶

La5Mo4O16を作製した。それを用いて FZ 法で単結

晶を育成した。結晶成長後の試料を砕いて単結晶を

とり出し、背面ラウエ法により結晶軸を決定した。 

【実験結果・考察】 

FZ単結晶 La5Mo4O16の磁化の温度依存性を図 1

に示す。融解塩電解法で作製された単結晶と同様に

200K で反強磁性転移が生じるが、FZ 単結晶では

95Kと 60Kで新たに磁化の異常が現れた。 

低温相である 50K における磁化の磁場依存性を

図 2 に示す。磁場印加過程において磁化の停留が

存在することがわかった。さらに、磁化の停留値は

磁化の正負対称には現れないことがわかった。これ

は、面内フェリ磁性磁化の面間方向の配置が、磁場

印加中で様々な長周期構造をとり、その際に本来の

安定な所ではなく、準安定な所で停留するためであ

ると考えられる。 

FZ 単結晶の面間方向の磁気抵抗測定の結果を図

3に示す。60K以上では、融解塩電解法で作製され

た単結晶と同様に 0.5T程度の磁場で抵抗が下がる

磁気抵抗が観測された。一方 60K 以下では、磁場

の増加に伴い抵抗は 2 倍近く増加した。これは、

ゼロ磁場では面内フェリ磁性磁化の面間方向の配

置が乱れていて、バンドギャップ内に乱れに由来す

る準位が存在する一方、磁場を印加すると面間方向

も強磁性的に配列するためそのような準位が消失

するためであると考えられる。また磁場を 5Tから

0T に戻しても、抵抗は磁場印加前の値に戻らなか

った。これは一旦磁場を印加すると、ゼロ磁場に戻

してもスピンが乱れた状態には戻らず、秩序状態と

なっていることを示唆する。 

 

図1 FZ単結晶La5Mo4O16の磁化の温度依存性 

 
図2 FZ単結晶La5Mo4O16の磁化の磁場依存性 

 
図 3 FZ単結晶 La5Mo4O16の磁気抵抗測定 
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